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8k EPROM US555C

Der Schaltkreis U 555 C ist ein statischer elektrisch programmierbarer und Uv=ldachberer Festwert=
apeichear [(EPROM).

Der U 5656 C wird in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie hergestellt und befindet sich in einem Z4poli-
gen ODIL-Keramikgehfuse.
Der Schaltkreis besitzt esine Speicherkapszitét von 8192 bit mit einsr Organisation wvon 1024 x B bit.
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Bild 1: AnachluBibelagung und Schaltunpskurzzeichan




Bezeichnung der Anschlisse:
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Bild 2: Gehauseabssssungen

Beachreibung

bOie 1024 bit Adressen des U 555 C werden (ber 10 Adressensinginge susgewdhlr. Die Adressen

AP ... A 3 dienen zur Spaltensuswahl und die Adreasen A 4 ... A 8 zur Zeilenauvswahl. Dis Datensin-/
susgsbe srfolgt Ober O 1 ... O 8,

Mit des Chipauswshl-Eingang (CS/WE) wird bei T8 = L-Pegel der Schaltkreis sktiv, wlhrend for
T% = H-Pagal die Ausginge hochohmig sind (Tri state).

Oss Programmisren des Schaltkreises erfolgot dedurch, deB der H=Pegel am TE/WE-Eingeng Gber dia
sngegebenan Grenzen hinsus wergréoBert wird. Durch dss Anlegen sines Programmisrispulses an den
PR=Eingang wirken die Anschlisse © 1 .., © 8 sls Datensingdnoe.

Die Lé&schung des Speichers (0 1 ... 0 B = H=Pegel bai baliebiger Adressenbelegung ) geschisht
dureh intensive UV-Bestrahlung (Strahlunpadosis - 15 Wl!nnz. A= 254 nm).
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Die Bereitatellung der Betrisbaspannungen hat so zu erfolgen, deB Ug, nicht aplter sls 10 me nach
Upe/Upg- Anschaltung zupeschal®et ynd niche froher als 10 ms veor Upe/Upgg-Abschaltung sbgeschaltet
wird.

Dar Schaltkreis ist bei entsprechendem Sitmuster snschluB- und bedingt signeslkompatibel zum ROM
u 508 D.

Gren ta
Kannwert Kurzeichen nin. AKX, Einheit
Batriebsspannungsn Yo =0,5 20 v
Ver =0,5 15 v
IJ55 -0,5 15 v
Betriebaspannung fir Uop =0,8 3z v
Programmisrbetrieb
Eingangsapannungen Agi Og 1.!I 1 =0,5 16 v
Einganosapannung GO /WE up o =-0,5 15 v
Umgebungatemperatur {L 0 Jo b -
Lagerungatemparatur sty =55 125 b -
Gesamtverluatleiatung bei Fv i.5 w
-'l_?. = a5 %¢




Statisch Jal rt

(suf U = O V bazogen)
Kennwert Kurzzeichen min. typ. max. Einhsit
Batriebsspannungen 'UHE 4,78 5,0 5,28 v
I"'IGC 4,75 5,0 E,25 v
Unn 11,4 12,0 12,6 W
Einganga-High-Spannungen FOr Chip-  Up, 3,0 Upe + 8.5 v
Galect, Adressen und Daren
Einganga-High-Spannung fdr Pro- Ury 2 11.4 12.8 v
grammisrung an TS/WE
Edingangs-Low=Spannung I..lI L =0,3 0,8 v
Umgebungstenperatur -Er_ i} 25 70 Pc
Eingangarestatros bel 1, 7 _,r"""'
UIH = 5.8 V; uﬂ!ﬂl‘E a 5,5V
Ausgangsresatatrom bei Uegpyg = 3 V [Iu[ 7 fl.nl.
Ausgengsspennung Low bel I, = 1,684 U 0,4 v
Ausgangaspannung High bei Uy 2,4 v
uIL = 08 V; UIH =3V
Stromaufnehae -IEIH a5 mA,
l“ 10 mA
IEI:I 65 ma
Programmierstronay fnahme - 20 mA
-Ipp z 3 i
Eingangskspazitdt c; B pF
Ausgangaksparitht = iz pF
Dynemische Kennwsrts
{auf Ugg = O vV bexogen)
Kenowert Kurzzeichen MeBbedingung min. t¥Ps nEX. Einheit
Chip-Soleoctionazeit tac 120 ne
Chip-Deselectionszedit oo 120 ns
Zugriffazeir tico “Hm = 0,8V 450 ns
Programmierbedincuncen
Kennwart Kurzzeichen nin. typ- max, Einheit
Betrisbsspannungen Ugg =5,258 =5,0 -4, 75 W
bezogen auf U.. Upp 4,78 5,0 - W
Una 11.4 12.0 12,6 v
Programmierimpuls H=Pegel Upay 25 26 27 W
Programmierimpuls L-Pegel Upg . a 1 v
Betrisbatemperatur A 20 25 a0 b
(Programmisrbetrish)
Progremmierimpulabreaite L 0.1 1 Bs
Programeierinpulsansciegezels  Too. 0.5 2 Jus
Progrenaisriopulssbiellzeit tegpE 0.5 2 Jus
Programmierzeit N -t &0 B
Adreasenbereitstellzelit tag 10 yun
CE/wi-Berelratellzedr toss 10 gus
Detenbarsttetollzeit ths 10 U



Kennwert Kurzzeichen min, typ. max. Einheit
Adressenhaltezeit r 1 W
AH
EE/WE-Haltezeit ton o,5s g
Detenhaltezedt A 1 F it
Detenverzdgerung mech Pro- oer 1o ju'
grammier=/Leseumschaltung
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p1ld 3: Blockschaltbild
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#ine von N Programmisrachled fen for N -T—m.
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Bild 65: Programmisrbedingungen

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft Ober Liefermdglichkeiten und beinhaltet keins Verbindlich-
keiten zur Produktion. Die glltige Vertragsunterlage beim Berug der Ssuelemente fat der Typ-

standard. Rechtsverbindlich i1t Jeweils die AuftregsbestBtigung.
Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehslten.
Die Behandlungsvorschriften fir MOS-Beuelemente sind wnbedingt einzuhalten, da andernfalls eins
Reklemation nicht anerkennt werden kenn.
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